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1. Situacién / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualizaci6n

Dentro de la Ingenieria de Telecomunicaciones, la Electrénica es una disciplina instrumental ampliamente utilizada
en los sistemas de deteccion y medida asi como para la generacion, tratamiento y transmision de sefiales.

La asignatura “Fundamentos de Electréonica” es el punto de partida para el estudio de la Electrénica, y capacita a
los alumnos para poder abordarlo con profundidad. En ella se estudian los componentes electronicos
fundamentales, a partir de los cuales se disefian y construyen los bloques electrénicos instrumentales aplicados en
los diferentes Sistemas de Telecomunicacion.

1.2 Relacién con otras materias

“Fundamentos de Electrénica” proporciona los conocimientos basicos para afrontar la asignatura “Circuitos
Electronicos Analodgicos” y “Circuitos Electronicos Digitales”. En la primera se utilizaran los conceptos y los
componentes electrénicos estudiados en “Fundamentos de Electréonica” al analisis y disefio de amplificadores y
sistemas electronicos y algunas de sus aplicaciones. Asimismo, los conocimientos adquiridos en “Fundamentos de
Electrénica” se aplicaran al estudio de las familias I6gicas en “Circuitos Electronicos Digitales”.

INGENIERIA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

Las competencias adquiridas en esta asignatura son importantes para afrontar la asignatura obligatoria
“Tecnologias de alta frecuencia” (3% curso), asi como para la asignatura optativa “Instrumentacion electrénica en
sistemas de telecomunicacion”.

INGENIERIA DE TECNOLOGIAS DE COMUNICACION

Las competencias adquiridas en esta asignatura seran basicas para afrontar las asignaturas “Subsistemas
electronicos de comunicaciones” (3% curso), “Microelectronica de radio frecuencia” (3% curso) e “Instrumentacion y
equipos electronicos” (4° curso), asi como para la asignatura optativa “Desarrollo practico de sistemas electronicos”.

INGENIERIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS

Las competencias adquiridas en esta asignatura seran basicas para afrontar las asignaturas “Instrumentacion
Electrénica”, “Subsistemas de Transmisores y Receptores”, “Disefio de circuitos y sistemas analdgicos”, “Sistemas
Realimentados”, “Equipos Electronicos de medida y de alimentacion”, “Circuitos de radio frecuencia”, todas ellas
obligatorias de 3% curso, asi como para “Ampliacion de Instrumentacion y Equipos Electrénicos” e “Ingenieria de
Sistemas Electronicos”, obligatorias de 4° curso, ademas de algunas de las asignaturas optativas de 4° curso.

INGENIERIA TELEMATICA

Las competencias adquiridas en esta asignatura seran basicas para afrontar la asignatura optativa “Instrumentacion
electronica en sistemas telematicos”

1.3 Prerrequisitos

Se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura “Circuitos Eléctricos”, y es aconsejable haber realizado
la asignatura “Fisica”, ambas impartidas en el primer cuatrimestre del primer curso.
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2. Competencias

2.1 Generales

e GCL1. Capacidad de organizacion, planificacion y gestion del tiempo.

e GC2. Capacidad para comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos,
resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electronica.

e GC3. Capacidad para trabajar en cualquier contexto, individual o en grupo, de aprendizaje o profesional, local o
internacional, desde el respeto a los derechos fundamentales, de igualdad de sexo, raza o religiéon y los
principios de accesibilidad universal, asi como la cultura de paz.

e GBL1. Capacidad de razonamiento, analisis y sintesis.

e GB2. Capacidad para relacionar conceptos y adquirir una vision integrada, evitando enfoques fragmentarios.

e GB5. Conocimiento de materias bésicas, cientificas y tecnologias, que le capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologias.

e GBES3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento critico.

2.2 Especificas

e B4. Comprension y dominio de los conceptos basicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas
relacionadas, teoria de circuitos eléctricos, circuitos electronicos, principio fisico de los semiconductores y
familias l6gicas, dispositivos electrénicos y fotonicos, tecnologia de materiales y su aplicacién para la
resolucion de problemas propios de la ingenieria.
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3. Objetivos

Al finalizar la asignatura el alumno sera capaz de:

e Comprendery describir las propiedades de los materiales semiconductores.
e Entender y explicar el funcionamiento interno de cada uno de los dispositivos electronicos y fotonicos basicos.

e Resolver problemas relacionados con la respuesta de los materiales y de los dispositivos al ser sometidos a
diferentes estimulos.

o Disefiar y analizar circuitos rectificadores y conformadores de onda.
e Analizar y resolver circuitos electrénicos amplificadores.
e Describir los procesos tecnolégicos relacionados con los semiconductores y las tendencias actuales.

Universidad de Valladolid
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4. Tabla de dedicacion del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS
Clases tedrico-practicas (T/M) 30 Estudio y trabajo auténomo individual 920
Clases practicas de aula (A) 28 Estudio y trabajo auténomo grupal 0
Laboratorios (L) 0
Practicas externas, clinicas o de campo 0
Seminarios (S) 0
Tutorias grupales (TG) 0
Evaluacion 2

Total presencial 60 Total no presencial 90
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5. Bloques teméticos

Bloque 1: Materiales semiconductores

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualizacion y justificacion

Este bloque supone una introduccion a las propiedades de los materiales semiconductores. En particular, se
estudian las principales propiedades eléctricas de los materiales semiconductores, que son clave para

entender el funcionamiento interno de los diodos y transistores.

b. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este bloque temético, el alumno debera ser capaz de:

+  Comprender y describir el comportamiento de los semiconductores en equilibrio
« Definir y analizar las corrientes eléctricas en los semiconductores.

»  Explicar la generacion y recombinacion de portadores en los semiconductores.

c. Contenidos

TEMA 1: MATERIALES SEMICONDUCTORES
1.1 Introduccion

1.2 Semiconductores en equilibrio

1.3 Corrientes en los semiconductores

1.4 Generacion y recombinacion de portadores

d. Métodos docentes

Clase magistral participativa

Resolucion de problemas en clase

e. Plan de trabajo

Véase el anexo |.

f. Evaluacion

Examen parcial al finalizar el bloque 2.

g. Bibliografia basica

* Pierret, R. F., Fundamentos de semiconductores, Addison-Wesley Iberoamericana, 1994 (22 ed.)

h. Bibliografia complementaria

* Castells F., Esteve R., Moratal D., Fundamentos de Electréonica, Ed. Univ. Politécnica de Valencia, 2007.

Universidad de Valladolid
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* Albella J.M., Martinez-Duart J.M, Agullé-Rueda F., Fundamentos de microelectrénica, nanoelectrénica y

foténica, Prentice-Hall, 2005.

i. Recursos necesarios

Se podran utilizar transparencias (powerpoint) en las clases magistrales.

Bloque 2: El diodo de unién PN

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualizacion y justificacion

Muchos dispositivos electrénicos contienen al menos una unién PN. Gracias a ellas pueden realizar diferentes
funciones, como rectificadores, amplificadores, etc. De todos ellos, el diodo de unién PN es el dispositivo
electronico més sencillo. En este bloque se analiza su comportamiento eléctrico. Se estudia en primer lugar su
respuesta en polarizacion continua y el funcionamiento de diferentes tipos de diodos, asi como su aplicacion a
circuitos rectificadores y conformadores de onda. A continuacion se analiza el comportamiento del diodo en
pequefia sefal y finalmente se describe el funcionamiento interno del diodo.

b. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este bloque tematico, el alumno debera ser capaz de:

» Describir y aplicar la caracteristica I-V del diodo

«  Explicar el funcionamiento de los diferentes diodos como elementos de un circuito

* Analizar y disefar circuitos con uno o varios diodos

»  Utilizar los diferentes modelos del diodo en la resolucién de circuitos

* Calcular y representar la respuesta de los distintos circuitos conformadores de onda
« Aplicar el circuito lineal equivalente en circuitos de pequefia sefal

+  Explicar y describir el funcionamiento interno de los diodos en relacion con los parametros microscopicos

c. Contenidos

TEMA 2: EL DIODO

2.1 Introduccion

2.2 Caracteristica |-V del diodo de unién

2.3 Otros diodos

2.4 Recta de carga

2.5 Modelos aproximados del diodo

2.6 Circuitos rectificadores de onda

2.7 Circuitos conformadores de onda

2.8 Circuito lineal equivalente de pequefia sefal

2.9 Fisica del diodo de unién

d. Métodos docentes

Universidad de Valladolid
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Clase magistral participativa

Resolucion de problemas en clase.

e. Plan de trabajo

Véase el anexo .

f. Evaluaciéon

Examen parcial al final del bloque

g. Bibliografia basica

+ Hambley A.R., Electrénica, Prentice-Hall, 2007 (22 ed.)
* Floyd T., Dispositivos Electronicos, Pearson Prentice-Hall, 2008. (82 ed.)

h. Bibliografia complementaria

* Castells F., Esteve R., Moratal D., Fundamentos de Electrénica, Ed. Univ. Politécnica de Valencia, 2007.
* Casilari E., Ruiz M., Bandera A., Tellez C., Problemas de electronica analdgica. Editorial Universidad de

Malaga, 2007.
*  EspiJ., Camps G., Mufioz J., Electronica analdgica - problemas y cuestiones. Pearson Prentice-Hall, 2006.

i. Recursos necesarios

Se podran utilizar transparencias (powerpoint) en las clases magistrales.

Bloque 3: El transistor bipolar de unién

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualizacion y justificacién

El transistor bipolar es un dispositivo que puede amplificar sefiales, asi como actuar como un conmutador. Su
estructura fisica consta de dos uniones PN. Por ello, para poder entender su funcionamiento, es fundamental

conocer previamente las propiedades y comportamiento de la uniéon PN estudiada en el bloque previo.

El presente bloque comienza con una descripcion del efecto transistor y su relacién con la estructura del
dispositivo. Seguidamente se presentan las curvas caracteristicas del transistor bipolar y su aplicacion en
circuitos de corriente continua. A continuacion se estudia el comportamiento del transistor bipolar en pequefia
sefial y sus propiedades amplificadoras, exponiendo en primer lugar las etapas basicas y finalmente el

funcionamiento de los amplificadores multi etapa.

b. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este bloque tematico, el alumno debera ser capaz de:

Universidad de Valladolid
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+  Explicar el funcionamiento basico del transistor bipolar y su relacion con la estructura fisica del mismo.
« Analizar circuitos con transistores bipolares en polarizacion continua
»  Describir y obtener el circuito equivalente de un transistor bipolar en régimen de pequefia sefial.

« Analizar circuitos amplificadores basicos con uno o varios transistores bipolares.

c. Contenidos

TEMA 3: EL TRANSISTOR BIPOLAR DE UNION

3.1 Introduccioén.

3.2 Funcionamiento basico del transistor bipolar.

3.3 Recta de carga de un amplificador en emisor comun.
3.4 Andlisis de circuitos en gran sefial.

3.5 Circuitos equivalentes en pequefia sefial.

3.6 Conceptos bésicos sobre amplificadores.

3.7 Etapas amplificadoras basicas

3.8 Amplificadores multi-etapa.

d. Métodos docentes

Clase magistral participativa
Resolucion de problemas en clase.

e. Plan de trabajo

Véase el anexo I.

f. Evaluacién

Examen parcial al final del bloque 4.

g. Bibliografia basica

+ Hambley A.R., Electrénica, Prentice-Hall, 2007 (22 ed.)
* Floyd T., Dispositivos Electrénicos, Pearson Prentice-Hall, 2008. (82 ed.)

h. Bibliografia complementaria

* Castells F., Esteve R., Moratal D., Fundamentos de Electrénica, Ed. Univ. Politécnica de Valencia, 2007.
* Casilari E., Ruiz M., Bandera A., Tellez C., Problemas de electrénica analdgica. Editorial Universidad de

Malaga, 2007.
*  EspiJ., Camps G., Muiioz J., Electronica analdgica - problemas y cuestiones. Pearson Prentice-Hall, 2006.

i. Recursos necesarios

Se podran utilizar transparencias (powerpoint) en las clases magistrales.

Universidad de Valladolid
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Bloque 4: Transistores de efecto de campo

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualizacion y justificacion

Los transistores de efecto de campo (FET, Field-Effect Transistor), al igual que los bipolares, pueden actuar
como amplificadores y conmutadores. Los transistores FET son, sin embargo, dispositivos unipolares. En este
blogue se estudian los transistores FET de union (JFET) y los transistores FET con estructura Metal-Aislante-
Semiconductor (MOSFET). La importancia de estos Ultimos radica en que la mayor parte de los circuitos
integrados en la actualidad estan fabricados con tecnologia MOS. Este bloque comienza con el estudio del
funcionamiento de los transistores FET y sus caracteristicas eléctricas. Seguidamente se aplican estas
caracteristicas al analisis de circuitos con transistores FET en polarizacién continua. Finalmente, se presenta el
circuito equivalente de un transistor FET en pequefia sefial y se aplica al andlisis de circuitos amplificadores

con una o varias etapas

Por ultimo, en el tema 5 se hace una exposicion de los principales procesos tecnoldgicos utilizados en la
industria semiconductora, para dar una vision global del conjunto del proceso de la fabricacion. Dado que la
mayor parte de los circuitos integrados actuales se fabrican con tecnologia MOS, este tema se enfocara

principalmente a la fabricacion de este tipo de dispositivos.

b. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este bloque tematico, el alumno debera ser capaz de:

»  Explicar el funcionamiento basico de los transistores JFET y MOSFET vy su relacion con la estructura fisica
de los mismos.

*  Analizar circuitos con transistores de efecto de campo (FET) en polarizacién continua

»  Describir y obtener el circuito equivalente de un transistor FET en régimen de pequefia sefial.

*  Analizar circuitos amplificadores basicos con uno o varios transistores.

»  Describir los procesos tecnoldgicos basicos utilizados en la fabricacion de dispositivos semiconductores.

c. Contenidos

TEMA 4: TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO
4.1 Introduccion.

4.2 El transistor MOSFET.

4.3 Recta de carga de un transistor FET.

4.4 Circuitos de polarizacion.

4.5 Circuito equivalente en pequefia sefial.

4.6 Etapas amplificadoras bésicas

4.7 Otros tipos de transistores FET.

TEMA 5: TECNOLOGIA ELECTRONICA
5.1 Introduccion

5.2 Procesos tecnologicos de fabricacion
5.3 Tecnologia MOS

Universidad de Valladolid
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d. Métodos docentes

Clase magistral participativa

Resolucion de problemas en clase

e. Plan de trabajo

Véase el anexo .

f. Evaluacion

Examen parcial al final del bloque

g. Bibliografia basica

+ Hambley A.R., Electronica, Prentice-Hall, 2007 (22 ed.)
* Floyd T., Dispositivos Electrénicos, Pearson Prentice-Hall, 2008. (82 ed.)
» Jaeger, R.C., Introduction to microelectronic fabrication, Prentice-Hall, 2002 (22 ed.)

h. Bibliografia complementaria

« Castells F., Esteve R., Moratal D., Fundamentos de Electrénica, Ed. Univ. Politécnica de Valencia, 2007.

* Casilari E., Ruiz M., Bandera A., Tellez C., Problemas de electronica analdgica. Editorial Universidad de

Malaga, 2007.

+ EspiJ., Camps G., Mufioz J., Electrénica analdgica - problemas y cuestiones. Pearson Prentice-Hall, 2006.

i. Recursos necesarios

Se podran utilizar transparencias (powerpoint) en las clases magistrales.
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6. Temporalizacion (por bloques tematicos)

< CARGA PERIODO PREVISTO
SHQUIS VB SIiEe ECTS DE DESARROLLO

Bloque 1: Semana 1

. . . 0.5 ECTS
Materiales semiconductores y tecnologia (13 feb. — 17 feb.)
Bloque 2: Semanas 2 a5

. L 1.5 ECTS
El diodo de unién PN (20 feb. — 16 mar.)
Bloque 3: Semanas 6 al0
. . - 2 ECTS

El Transistor bipolar de unién (19 mar. — 27 abr.)
Bloque 4: Semanas 11 a 15

. 2 ECTS .
Transistores de efecto de campo (30 abr. — 1 jun.)

7. Tablaresumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluacion/calificacion

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA OBSERVACIONES
NOTA FINAL
Examen escrito de los bloques 1y 2 1/3

Si se hubiera obtenido una puntuacion menor
Examen escrito de los bloques 3y 4 2/3 que 5 en el primer examen, deberia realizarse
de nuevo (ver Anexo | — Plan de Trabajo).

8. Consideraciones finales

El Anexo | mencionado en la guia, donde se describe la planificacion detallada, se entregara al comienzo de la

asignatura.
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